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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月5日(2017.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜上にハードマスクを形成し、
　前記ハードマスク上に、レジストマスクを形成し、
　前記レジストマスクを用いて、前記ハードマスクを加工し、
　前記加工したハードマスクを用いて、前記酸化物半導体膜を加工し、
　前記レジストマスクおよび前記加工したハードマスクを除去し、
　前記加工した酸化物半導体膜と電気的に接続された、ソース電極およびドレイン電極を
形成し、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に前記酸化物半導体膜と重畳するゲート電極を形成することを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜上にハードマスクを形成し、
　前記ハードマスク上に有機塗布膜を形成し、
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　前記有機塗布膜上にレジストを形成し、
　前記レジストに対する露光を行い、レジストマスクを形成し、
　前記レジストマスクを用いて、前記有機塗布膜および前記ハードマスクを加工し、
　前記加工したハードマスクを用いて、前記酸化物半導体膜を加工し、
　前記レジストマスク、前記有機塗布膜、および前記加工したハードマスクを除去し、
　前記加工した酸化物半導体膜と電気的に接続された、ソース電極およびドレイン電極を
形成し、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に前記酸化物半導体膜と重畳するゲート電極を形成することを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記露光は、電子ビーム露光または液浸露光であることを特徴とする半導体装置の作製
方法。
【請求項４】
　酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜上にハードマスクを形成し、
　前記ハードマスク上に、レジストマスクを形成し、
　前記レジストマスクを用いて、前記ハードマスクを加工し、
　前記加工したハードマスクを用いて、前記酸化物半導体膜を加工することを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜上に金属膜又は絶縁膜を形成し、
　前記金属膜又は前記絶縁膜上に、レジストマスクを形成し、
　前記レジストマスクを用いて、前記金属膜又は前記絶縁膜を加工し、
　前記加工した金属膜又は絶縁膜を用いて、前記酸化物半導体膜を加工することを特徴と
する半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜と電気的に接続された、ソース電極およびドレイン電極と、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極上のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上の、前記酸化物半導体膜と重畳するゲート電極と、を有し、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極間の距離は、１ｎｍ以上３０ｎｍ以下であり、
　前記酸化物半導体膜のラインエッジラフネスの標準偏差は、４ｎｍ以下であることを特
徴とする半導体装置。
【請求項７】
　酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜と電気的に接続された、ソース電極およびドレイン電極と、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極上のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上の、前記酸化物半導体膜と重畳するゲート電極と、を有し、
　前記酸化物半導体膜を上方から見たとき、前記酸化物半導体膜の右側端部及び左側端部
はそれぞれ凹凸を有し、
　前記凹凸の標準偏差は、４ｎｍ以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７において、
　第１の酸化物膜および第２の酸化物膜を有し、
　前記酸化物半導体膜は、前記第１の酸化物膜と前記第２の酸化物膜との間にあり、
　前記第１の酸化物膜および前記第２の酸化物膜は、前記酸化物半導体膜よりも伝導帯下
端のエネルギーが０．０５ｅＶ以上２ｅＶ以下の範囲で真空準位に近いことを特徴とする
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半導体装置。
【請求項９】
　請求項６乃至請求項８のいずれか一において、
　前記酸化物半導体膜と前記ソース電極との間に設けられた第１の低抵抗領域と、
　前記酸化物半導体膜と前記ドレイン電極との間に設けられた第２の低抵抗領域と、を有
することを特徴とする半導体装置。
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